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1これまでの研究内容

充填スクッテルダイ ト型化合物の低温物性を詳しく研究し､多くの興味深い現象を

見出した｡PrRu4P12,SmRu4P12はそれぞれ 60K,16K 付近で金属一絶縁体 (M-Ⅰ)

転移を示すことを発見 した[1,2]｡PrRu4P12のM-Ⅰ転移は構造相転移 とネスティング

が原因と考えられる｡SmRu4P12のM-Ⅰ転移は連続する二つの転移 (反強四極子転移､

反強磁性転移)が関係 していると考えられる[3]｡また､PrRu4As12[4]の超伝導を発

見した｡これは重い電子系超伝導体 PrOs4Sb12と同様､Prを含む興味深い超伝導体

であり､今後詳しい研究が必要である｡さらに､重希土類元素を含む充填スクッテ

ルダイ ト化合物 GdRu4P12,TbRu4P12の合成に成功した[5]｡

2 今後 の研究計画

(1)重希土類元素を含む新充填スクッテルダイ ト型化合物の合成

(2)高圧合成反応機構の解明と大型単結晶の育成

(3)スクッテルダイ ト型 Bi化合物の合成
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